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บทที่ 1 
 

บทนํา 
                      

1.1 ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหา 
 

        การตรวจวดัความสะอาดบนพืน้ผิวของส่วนประกอบฮาร์ดดิสไดร์ฟเป็นกระบวนการ

หนึง่ในการตรวจสอบคณุภาพของอปุกรณ์ฮาร์ดดิสไดร์ฟชิน้นัน้ว่ามีคณุภาพหรือไม่ ความสะอาดท่ี

กล่าวถึงคือ จํานวนและขนาดของสิ่งปนเปื้อน หรืออนุภาคท่ีอยู่บนพืน้ผิวของอุปกรณ์ฮาร์ดดิส

ไดร์ฟท่ีมาจากกระบวนการผลิต และสิ่งแวดล้อมภายในโรงงานท่ีมีขนาด 0.2 – 0.6 ไมโครเมตร 

ชนิด Silica oxide(SiO2), Aluminum oxide(Al2O3) และTitanium oxide(TiO2) โดยมีจํานวนท่ี

สามารถยอมรับได้ไมเ่กิน 15 อนภุาคตอ่ 1 ชิน้งานท่ีตรวจวดั โดยปัจจบุนัการตรวจวดัความสะอาด

บนพืน้ผิวของอุปกรณ์ฮาร์ดดิสไดร์ฟจะมีอยู่ด้วยกันทัง้หมด 2 วิธี [1] คือ วิธีการตรวจวดัแบบ

โดยตรง (Direct) และวิธีการตรวจวดัแบบโดยอ้อม (Indirect) โดยส่วนใหญ่ในกระบวนการ

ตรวจวดัความสะอาดของอปุกรณ์ฮาร์ดดิสไดร์ฟในโรงงานอตุสาหกรรมผลิตชิน้สว่นฮาร์ดดิสไดร์ฟ

จะใช้วิธีการตรวจวดัท่ีเป็นวิธีแบบโดยอ้อมคือ การนําเอาชิน้งานท่ีเป็นสว่นประกอบฮาร์ดดสิไดร์ฟท่ี

ต้องการตรวจสอบมาทําการนําสิ่งปนเปือ้นหรืออนภุาคออกมาจากตวัชิน้งานก่อนด้วยการใช้เทป

กาว (Carbon tape) ติดลงบนตําแหน่งท่ีต้องการตรวจวดัแล้วทําการดึงออกมา จึงทําให้สิ่ง

ปนเปือ้นหรืออนภุาคท่ีเกาะติดมากบัตวัชิน้งานถกูดงึหลดุออกมาด้วย แล้วจึงนําเอาแผ่นเทปกาว

ไปตรวจวดัดดู้วยกล้องอิเล็กตรอนสอ่งกราด (Scanning Electron Microscopy : SEM) [2] ว่ามี

จํานวนของสิ่งปนเปือ้นหรืออนภุาคอยู่มากหรือน้อยเพียงใดและสามารถยอมรับได้หรือไม่ โดยใน

สว่นของการตรวจวดัความสะอาดในแต่ละครัง้นัน้จะไม่สามารถนําชิน้งานท่ีตรวจวดัแล้วกลบัเข้า

ไปในกระบวนการผลิตซํา้จึงทําให้สูญเสียชิน้งานไปในการตรวจสอบทุกๆครัง้ นอกจากนีก้าร

ตรวจวดัในแต่ละครัง้จะใช้เวลานาน เน่ืองจากเคร่ืองท่ีใช้ในการตรวจวดัมีความละเอียดสงูในการ

ทํางานจงึทําให้ต้องใช้เวลามากตามไปด้วย  

 งานวิจยันีไ้ด้ศกึษาเทคโนโลยีเชิงแสงในการตรวจวดัหาสิ่งปนเปือ้นและอนภุาคแตล่ะชนิดท่ีมี

ขนาดต่างๆกนัอยู่บนพืน้ผิวของส่วนประกอบฮาร์ดดิสไดร์ฟด้วยหลกัการกระเจิงแสง โดยขัน้ตอน

แรกทําการศึกษาหลกัการกระเจิงแสงของ BRDF (Bidirectional Reflectance Distribution 

Function) [3] ใช้แบบจําลอง MIST (Modeled Integrated Scatter Tool) [4] เพ่ือคํานวณหา

รูปแบบการกระเจิงแสงของอนุภาคแต่ละชนิดในแต่ละขนาดท่ีต้องการโดยเปรียบเทียบกับการ
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ทดลองจริงของงานวิจัยท่ีผ่านมาแล้ว จากนัน้นําผลท่ีได้มาวิเคราะห์เพ่ือออกแบบสร้างระบบ

ตรวจวดัหาอนภุาคแต่ละชนิดท่ีมีขนาดต่างๆกนัอยู่บนพืน้ผิวของส่วนประกอบฮาร์ดดิสไดร์ฟ และ

ทําการทดลองจริงกบัอนภุาคชนิดตา่งๆ จํานวน 4 ชนิด [5] คือ 

1. Steel (Fe) ขนาด 1000 – 5000 ไมโครเมตร (μm)  

2. Silica gel (SiO2) ขนาด 2000 – 4000 ไมโครเมตร (μm) 

3. Zirconium dioxide (ZrO2) ขนาด 500, 2000 และ 3000 ไมโครเมตร (μm) 

4. Polyethylene (PE) ขนาด 250, 500 และ750 ไมโครเมตร (μm) 

พร้อมเปรียบเทียบกบัแบบจําลองของ MIST เพ่ือยืนยนัความถกูต้องของผลการทดลองท่ีได้จาก

การออกแบบไว้ 

 
1.2 วัตถุประสงค์ของวิทยานิพนธ์ 

 

 1.2.1 ศกึษาค้นคว้าหาวิธีการตรวจวดัสิ่งปนเปือ้นและอนภุาคด้วยหลกัการกระเจิง

แสง 

                    1.2.2 ศึกษารูปแบบการกระเจิงแสงบนอนุภาคแต่ละชนิดท่ีมีขนาดต่างๆกันด้วย

แบบจําลองการกระเจิงแสงเพ่ือแยกลกัษณะการกระเจิงแสงให้สอดคล้องกบัหลกัการกระเจิงแสง 

 1.2.3 ออกแบบ และสร้างระบบเพ่ือตรวจวดัสิ่งปนเปื้อนหรืออนุภาคแต่ละชนิดท่ีมี

ขนาดตา่งกนัอยูบ่นพืน้ผิวของสว่นประกอบฮาร์ดดสิไดร์ฟแบบโดยตรงด้วยหลกัการกระเจิงแสง 

 
1.3 ขอบเขตของวิทยานิพนธ์ 

 

    1.3.1 หาหลกัการวดัสิ่งปนเปือ้นและอนุภาคท่ีอยู่บนพืน้ผิวส่วนประกอบฮาร์ดดิส

ไดร์ฟท่ีเป็นวิธีโดยตรง 

                   1.3.2 ศึกษาแบบจําลองการกระเจิงแสงบนอนุภาคแล้วนํามาเปรียบเทียบกับผล

การทดลองจริงในงานวิจัยท่ีผ่านมาแล้ว 

                   1.3.3 สร้างแบบจําลองอนภุาคทรงกลมแบ่งออกเป็น 3 ช่วงขนาด คือ อนภุาคขนาด

เลก็ชนิด (Poly-Styrene Latex : PSL) ท่ีขนาด 1 - 100 นาโนเมตร อนภุาคขนาดกลางชนิด PSL ท่ี

ขนาด 0.2 – 0.6 ไมโครเมตร และอนภุาคขนาดใหญ่ชนิด Fe, SiO2, ZrO2 และPE ท่ีขนาด 250 – 

5000 ไมโครเมตร แล้วนําผลท่ีได้ไปวิเคราะห์พร้อมทัง้ออกแบบและสร้างระบบตรวจวดัอนภุาคบน

สว่นประกอบฮาร์ดดสิไดร์ฟ 
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                   1.3.4 ทดลองกับระบบตรวจวดัอนุภาคขนาดใหญ่ที่เป็นทรงกลมชนิด Fe, SiO2, 

ZrO2 และPE กบัขนาด 250 – 5000 ไมโครเมตร ท่ีจํานวน 1, 2 และ 3 อนภุาค บนพืน้ผิว

สว่นประกอบฮาร์ดดสิไดร์ฟ และเปรียบเทียบผลกบัแบบจําลองเพ่ือยืนยนัความถกูต้อง  
         

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากวิทยานิพนธ์ 
 

 1.4.1 ประโยชน์เชิงวิชาการ คือ การศึกษาวิทยานิพนธ์ซึ่งเป็นแนวทางในการนํา

วิธีการตรวจวดัอนภุาคชนิดและขนาดตา่งๆบนพืน้ผิวสว่นประกอบของฮาร์ดดิสไดร์ฟไปพฒันาต่อ

ยอด หรือนําวิธีการเหลา่นีไ้ปใช้ในการตรวจวดัอนภุาคชนิดและขนาดตา่งๆบนพืน้ผิวชิน้งานอ่ืนๆ ท่ี

ใกล้เคียงได้ 

 1.4.2 ประโยชน์ต่อการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีเชิงแสง คือ วิทยานิพนธ์นีไ้ด้

นําเสนอวิธีการและแนวความคิดท่ีจะสร้างระบบการวัดอนุภาคชนิดและขนาดต่างๆบน

สว่นประกอบฮาร์ดดสิไดร์ฟท่ีเป็นวิธีโดยตรง ซึง่สามารถนําไปประยกุต์ใช้กบังานวิจยัอ่ืนๆได้ 

                1.4.3 ประโยชน์ต่อกระบวนการผลิตฮาร์ดดิสไดร์ฟคือ สามารถนําไปสร้างเคร่ืองมือ

ในรูปแบบการตรวจวดัความสะอาดโดยใช้วิธีการกระเจิงแสง (Light Scattering Method) สําหรับ

ใช้ตรวจวัดอนุภาคชนิดและขนาดต่างๆบนพืน้ผิวฮาร์ดดิสไดร์ฟท่ีเป็นวิธีแบบโดยตรงแทนการ

ตรวจวดัแบบวิธีโดยอ้อม ซึ่งจะทําให้การตรวจวดัใช้เวลาท่ีน้อยลง ลดการสญูเสียชิน้งานในการ

ตรวจวดั รวมทัง้ควบคมุคณุภาพความสะอาดของชิน้งานได้ 
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